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' sitivo de almacenamiento capacitivo que comprende una su-.

‘ cesibn de condensadores y transistores. lLas memorias cqgg?

citivas se emplean a menudo como retardadores, por ejem- .

" plo, para seflales de audiofrecuencia o videofrecuencia.

Para este objeto, la transferencia de informacién entre

-dos de los condensadores de la memoria debe ser tan exen

. ta de distorsidn como sea posible. Una de estas memorias -

; capacitivas es conocida por la solicifud de Patente holan

f desa N2 6,414,949, En esta conocida memoria, los condenggj

* dores van conectados en serie con los trayectos de base a-

colector de los transistores. El emisor ¥ la base de cada

trensistor van conectados a tierra a través de una resis

i tencia de emisor y a través de una resistencia de base,

respectivamente, estando también la base de cada transis
tor conectada a tierra a través de un diodo semiconduc-
tor. El colector de cada transistor va conectado a un ma
nantial de tensidn de conmutacidn, a través de un commu~
tador electrdnico.
Para el funcionamiento sabtisfactorio de la

memoria conocida, la ganancia de corriente de cada etapa %
de transistor debe ser substancialmente igual a 1, lo quef

£

implica que el cociente del valor de la resistencia de

| base diyididp por el valor de la resistencia de emisor

debe ser substancialmente igual a 1. 81 este cociente es |
<1, el empleo de un gran nfmero de transistores en la

sucesifn dard origen a una considerable abenuacidén de la
sefial. Si este cociente es :’1, el empleo de un gran nd- '
mero de transistores en la sucesién hard que la sefial @li

cance su miximo antes de llegar al fin de la sucesidn, de!
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|
!
- 1o que resultard una fuerte distorsidn.

| Ademéds, en la memoria ya cohocida, se produ~ i
% cird siempre la distorsién de la sefial, debido al hecho |
i de que la corriente que pasa a btravés de la resistencia

f de emisor de cada transistor es funcidn de la tensibn de i
éumbral base-emisor del transistor respectivo. Pér afladi- |
; dura, la tensidn de umbral base-emisor depende de la tem-
:peratura, de modo que la distorsidn serd también depen-
diente de la temperatura. Para que dicha distorsién se

mantenga pequeila, la seiflal entre los bornes de la resis-

étencia de base debe tener una gran amplitud.
? Ademis, en la memoria ya conocida, la capaci-
gtancia de cada uno de los condensadores de la memoria de-
ébe gser muchas veces mayor gue las capacitancias base-coleg
tor de los transistores utilizados, porque en otro caso '

se producird modulacidén cruzada, con la consiguiente dis--

i torsion importante de la sefial. Como la capacitancia base-
f-cdlector es generalmente grande, por ejemplo, de 2 pF,
gla capacitancia de la memoria debe ser muy grande, por
?ejemplo, de 100 pF, lo que hace a la memoria conocida ing
iprovechable para operar con seiales de alta frecuencia y
%para ser intepgrada.

; Bs objeto del presente invento el proveer unaf
5memoria capacitiva que no presente los inconvenientes |
. arriba expuestos y que sea adecuada para su integracidn,
iy el invento se caracteriza por gque los condensadores van
conectados en serie con los recorridos de la corriente
principal de los transistores, a la vez que los transis-

tores son, alternativamente, de tipos opuestos de conduc-

tibilidad. 3 7 6 1 2 8
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La memoria capacitiva conforme al invento tie;

‘ne la ventaja de que la genancia de corriente de cada eta!

pa de transisbor no viene determinada por el cociente de

: dos valores de resistencias, a la vez que es posible su-

primir ambas resistencias. Como resultado de ello, la pe-

‘moria puede ser integrada mis facilmente, y pueden conec-

tarse en cascada mucha mis ebapas antes de que aparezca

una distorsidén apreciasble de la sefial.

La memoria capacitlva conforme al invento tig?

‘ne la ventaja adicional de que para evitar la modulacidn

cruzada los condensadores de memoria deben ser mayores

" que las capacitancias emisor-colector de los bransistoresf

empleados; debiendo entenderse aqui la expresién "modula-}
cibn cruzada" como significando que dos seflales experimen
tales consecutivas se influyen una a oltra, debido al he-
cho de gue dicha capacitancia pardsita colector-base for—:
ma un acoplamiento directo entre dos condensadores de me—f
moria consecutivos. Como la capacitancia colector-emisor -
de un transistor actual integrado es'de alrededor dé 0,01
pT sin.que se tomen especiales medidas, la capaclitancia ‘
de la memoria puede ser shora de 5 pF antes de que aparqgé
ca wna distorsidn apreciable de la sefial, En consecuenciaé
le memoria conforme al invento es apta para operar, por %
ejemplo, con sefiales de videofrscuencia. g
Una ventaja adiclonal de la memorisa c&paciti»é
va conforme al invento es el hecho de que la mixima ampl;%
Hud permisible de la sefial de commutacién viene ahora de-
terminada por la tensidn de ruptura colector-base de los ;
:
transistores empleados ( &2 60 volt), la cual es muches E

veces mayor que la tensidn de ruptura emisor-base ( 7 6 é
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volt). De aqui, que la memoria capacitiva conforme al ig"
~vento es altamente iddnea para operar con sefiales de audié
f frecuencia, para cuyo empleo la relacién sefial/perturba~ ;
| ¢ibn ha de satisfacer condiciones nuy. estrictas (por ejem
jplo, ser igual a 70 dB), porque la relacién seﬁal/pertur~‘
ibacién es aproximadamente propofcional 8 \/EEEL., donde
iC es el valor de la cagpacitancia de la memoria? E es la |
fméxima amplitud permisible de la seflal de conmutacidn, y
ig,es el nimero de condensadores de memoria utilizados.
iAsi, el aumento de la méxima amplitud permisible E de la
iseﬁal de conmutacidén por un factor de 10, proporciona una
?relaci&n seflal/perturbacidn que es mejor, en -\anﬂ; 10

| aB.
|

' to, por via de ejemplo, con referencia al adjunto dibujo

i
v

Se describird ahora una realizacidn del inven

 diagramitico, en el que:

i Ia Fig. 1 es el esquema del circuito de una
?memoria capacitiva conforme al invento, ¥y
La Fig. 2 muestra los perfiles de las ondas

fde tensibén que se producen en varios puntos de esta memo-

i
|
g Haciendo ahora referencia a la Fig. 1, los
icondensadoreb de memoria C, & G, van conectados en serie
fcon los trayectos de la corriente principal de los transié
%tores T, a T,. Estos transistores T, a T, son, alternati—;
¥vamente, de tipos opuestos de conductibilidad. Se obsertg;
r4 que en los transistores bipolares el trayecto de la qgi
rriente principal estéd definido como el trayecto emisor-
colector, mientras que en los transistores de efecto de

campo, el trayecto de la corriente principal se define co
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‘mo el brayecto entre la entrada v la salida. Las bases de:

,,l‘" ||nm|4

- los transistores Tl a-@n van conjuntamente conectadas a

“un punto de potencial constante. Entre la base y el emi- -

sor de cada trensistor T (x =1, ..., &) hay conectado
un diodo semiconductor D (x = 1, ..., B) que es de wn ti’
po de conductibilidad opuesto al del transistor ‘l‘x (z =

1, esey 0)e El colector de cada trensistor T, va conecta~

_do a un menantial S de tensidn de conmutacidn, a través

‘de un diodo semiconductor B, (x=1, «v.; n) del mismo ti

po de conductibilidad que el anbes mencionado diodo Dx.
El primer condensador de memoria C o tiene su terminal mas
"distante del emisor del transistor T, conectado a través

.de un diodo semiconductor B, al manantial S de tensidn de .

-conmutacibn, y también, a través de un circuito discrimi- .

‘nador A, a wn manantial V, de tensidn de sefial,

‘ El funcionamiento de la memoria capacitiva se
;describiré shora mis smpliamente, con referencia a la F:Lg.
‘2, Ea la Pig. 22, la tensidén de salida del manantial de :
Ztensién de conmu*bac;icSn se ha trazado en funcibn del tiem-
;po. L2 amplitud de la tensibén de conmubtacidn se ha hecho
?igual a (B + 2Vj) volt, en donde Vj es igual a la caida |
de tensién entre bornes de los diodos D, ¥ B (X = 1y esey;
n), en sus estados conductivos, y a la tensién de umbral +
base~emisor de los transistores utilizados. En la‘ Fig. 2b |

gse ha trazado la sefal de enbrada Vi en fundién del tiem~

PO, ¥ esta Figura muestra también muestras experimentales

de sefial AV, AV, A 7 AV, que el cireuito dig
‘eriminador A entrega en los intervalos de tiempo ’G'l’ 7:' p

T 5 T T,?, respectivamente, como se ve en los blogues
rayados de la figura. En el intervalo de tiempo ‘Z 1 el ma
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nantial 8 de tensidn de conmutacidén entregauna tensidn
J
que es igual a (B + Vj) volt, En su consecuencia, el tran:

sistor T, y el diodo B queden inactivos. La tensibn en- |

'tre el terminal del condensador C, conectado al diodo B,

¥ la tierra, serd igual a —(E—Vj) +Z\V volt. La corrien-

;te circulard a través del condensador C, 7 del diodo Dy

 hasta que la tensifn entre bornes del condensador C_ se

Ehaya hecho igual a —(E-A£§V) volt. Durante el mismo inter

‘valo de tiempo Cy, el transistor T, y el diodo B, serdn
Econductores, de modo que la corriente circulard a través
| del diodo By, el condensador C; y el transistor T,, hasta
une la tensidén en los bornes del condensador Gl sea igual
ia +E volt. Asi, en el intervalo de tiempo G la informa-
gcién‘fﬁvl ha sido transferida al condensador Cg; la ten-
gsién entre bornes de este condensador se ha incrementado
Een‘ZSVl con respecto a su tensidn de referencia de -E volt.
i En el intervalo de tiempo 5, el manantial de'
tensmén de conmutacidén S entrega una tensidn que es igual
a ~-(E + 2V ) volt. Como consecuencia, los diodos D, ¥ B,
y el tran51sbor T se hardn conductores. Ia corriente cir
;oulara a través del diodo D2, condensador Cl, transistor .
iTl, condénsador CO v diodo Bo' Esta corriente circulard
!hasta que la tensibn en bornes del condensador C, se haya ﬂ
hecho igueal a -E volt. Cuando los condenssdores Co ¥y Gl
ftienen valores igunales, la tensidn en bornes del condensa-
'dor C, caera enAVl, como se ve en la Fig. 2d. Asi, en |
el intervalo de %iempo'fré la informaciéntfsvl ha ‘sido
desviada al condensador C;. En el mismo intervalo de tiem
po TTE, el transistor T; y los diodos B, y D, serin con-

ductores, de modo que la corriente circulard a través del
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~diodo D4, condensador 05’ transistor TB, condensador 02
: ¥ diodo B, hasta que la tensidn en bornes del condensa-

; dor 02 se haya hecho igual a -E volt,

En el intervalo de vlempo 75' el manantial S :

de tensidn de cohmutacién entrega vna tensién qQue es 1guai
a8 +(B + 2V3) volt. Como consecuencia, los diodos By ¥ D5 E
' se harén conductores. La corriente circulard a través del.
. dlodo B, condensador C,, tranmsistor I,, condensador C, ;
¥ dlodo D3, hasta que la tensién en bornes del condensa- -
; dor G, se hage lgual a + E volt. Cuando los condensadores
?Cl ¥ O, tienen valores iguales, la tensidén en bormes del
condensador O, se incrementard en‘£§Vi. En ¢l intervalo
- de tlempo 'Z‘l la formacidn AV es desviada al condensa-
%dor 02. Una ‘trensferencia similar se aplica a las mues-
‘tras experimentales de senalA,Ve, A5 7 Ay
: Los diodos de nfimero par B 2, 4.... Tepre
sentados en la Fig. 1 pueden reemplazarse por obtros btan-
tos diodos base—emmsor de wn transistor mulivi-~emisor tlbo
n-n-p. Tos diodos de almero impar Bl’ B,,.... pueden reem:
plazarse por otros tantos diodos base-emisor de un tran- %
2smstor multl-emlsor tipo n-p-n. :
% Se observard que el invento no se restrige

Ea la realizacidn descrita, ¥ que para un perito en la técz
5n10a son posibles mliltiples variantes dentro del objeto i
=del invento. Asi, pueden utlllzarse, tanso los trans1sho~§
res bipolares, como los de efecto de campo. Ademés; pued@é
utllizarse tanto los transistores de efecto de campo que %

tengan una regidn de canal de tipo n como del bipo p, ¢o-

mo los transistores de efecto de campo de los Gipos de en é

riquecimiento y de empobrecimiento. Ademds, la disposicidni
!

n428 ;
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‘ del circuito representado en la Fig. 1 puede utilizarse

con ventaja como filtro para sefiales eléctricas. También

. es posible utilizar circuitos tradicionales de entrada y

salida en combinaciln con la disposicién.de circuito re-

presentada en la Fig. 1. Ademids, es tembién posible co-
nectar dos o méds cibecultos como el de la Fig. 1 en para-
lelo, con entrada o entradas comumes y/o salida o sali-

das comunes.

La presente solicitud que coxrresponde a la

presentada en Holanda, el 4 de Febrero de 1.969, bajo el

nimero 6901778, se acoge a los beneficios del articulo

51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

RETVINDICACICNES

Los puntos de invencidn propia y nueva que 8o’

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paben

te de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los si-
gulentes:

1.~ Un dispositivo de almacensmiento capaci-
tivo, que comprende una secuencia de condensadores y
treansistores, caﬁacterizado porque los condensadores es-
tén conectados en serie con las btrayectorias de corrien-

te principales de los transistores, mientras que los

transistores, alternativamente, son de tipos de conducti f

vidad opuestos.

2.~ Un dispositivo segfn la reivindicacién 1,

.. 976128
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o
}en el cual cada transistor tiene un electrodo de control,f
;un emisor o entrada y un colector o salida, caracterizado%
_porque los electrodos de control estén interconectados ¥y
~estd conectado entre el electrodo de control y el emisor
jo entrada de cada uno de los transistores, un diodo seﬁi—'
conduetor de un tipo de conductividad opuesto al del trqgi
- sistor, estando conectado el colector o salida de cada
, brensistor a un menantial de tensién de commutacibn, a
_través de un diodo semiconductor de un tipo de c:oncluc:tiv.i_:j
gdad igual al del diodo semiconductor anteriormente cita-
~do.

3.~ Un dispositivo segfin la reivindicacibn 1,
‘ caracterizado porque el emisor o entrada de cada btransis-
;tor de nfmero par de la secuencia, estd conectado a wn A
%emisor de un primer transistor de emisor.mﬁltiple, que
ftiene un tipo de conductividad opuesto al del transistor
%respectivo, estando conectado el colector o salida de es—é
?te transisbor, a btravés de un dlodo semlcondustor de un
itipo de conductividad igual al del trensistor cibtado de -
zemisor miltiple, a wn menantial de tensidn de conmutaoiénf
mientras que el emisor o entrada de cada transistor de qgé

;mero impar de la secuencia estd conectado a un emisor de
1

un segundo trasmisor de miltiples emisores, que tiene un

;tipo de conductividad opuesto al del transistor respecti-
%vo, estando conectado el colecltor o salida de este bran-
|sistor a un menantial de bensién de conmubacidn, a bravés
%de un diodo semiconductor de wn tipo de conductividad

Ps . . .
igual al del segundo.transistor de emisor miltiple.

4o- Un dispositivo de almacenamiento capaciti !

vo de corriente eléctrica, 3 7 6 ‘E 2 8

- 10 - §




Tal v como se ha descrito en la lMemoria que
antecede, representado en el dibujo que se acompafia ¥ pg?
_ra los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de once hojas escritas a

5 ' méquina por una sola cara.

merid, 3 MAR1970

P' A.

G.D.S. :S :7 &5 1 22 E;
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